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Beschreibung

Gebiet der vorliegenden Offenbarung

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein die Herstellung integrierter Schaltungen und 
betrifft insbesondere Transistorarchitekturen, die 
eine erweiterte Funktion von Transistorbauelemen-
ten ermöglichen, wodurch die Möglichkeit geschaffen 
wird, statische RAM-Zellen und dergleichen in einer 
platzsparenden Weise zu schaffen.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] In modernen integrierten Schaltungen, etwa 
Mikroprozessoren, Speicherbauelementen und der-
gleichen werden eine sehr große Anzahl an Schal-
tungselementen insbesondere Transistoren auf einer 
beschränkten Chipfläche vorgesehen und betrieben. 
Obwohl ein gewaltiger Fortschritt über die letzten 
Jahrzehnte im Hinblick auf eine größere Leistungsfä-
higkeit und geringere Strukturgrößen der Schaltungs-
elemente gemacht wurden, zwingt die ständige For-
derung nach mehr Funktionsvielfalt elektronischer 
Bauelemente die Halbleiterhersteller dazu, die Ab-
messungen der Schaltungselemente weiter zu ver-
ringern und deren Arbeitsgeschwindigkeit zu erhö-
hen. Jedoch beinhaltet die ständige Verringerung der 
Strukturgrößen enorme Anstrengungen im Hinblick 
auf das Neugestalten von Prozesstechniken und das 
Entwickeln neuer Prozessstrategien und Prozessan-
lagen, um den neuen Entwurfsregeln zu genügen. Im 
Allgemeinen ist in komplexen Schaltungen mit kom-
plexen Logikbereichen die MOS-Technologie aktuell 
eine bevorzugte Fertigungstechnik im Hinblick auf 
das Bauteilleistungsverhalten und/oder die Leis-
tungsaufnahme und/oder die Kosteneffizienz. In inte-
grierten Schaltungen mit Logikbereichen, die gemäß
der MOS-Technologie hergestellt werden, werden 
eine große Anzahl an Feldeffekttransistoren (FET) 
vorgesehen, die typischerweise in einem geschalte-
ten Zustand betrieben werden, d. h. diese Bauele-
mente besitzen einen gut leitenden Zustand (einge-
schalteter Zustand) und einen hochohmigen Zustand 
(ausgeschalteter Zustand). Der Zustand des Feldef-
fekttransistors wird durch eine Gateelektrode gesteu-
ert, die beim Anlegen einer geeigneten Steuerspan-
nung die Leitfähigkeit eines Kanalgebiets beeinflusst, 
das zwischen einem Drainanschluss und einem 
Sourceanschluss ausgebildet ist.

[0003] Auf der Basis von Feldeffekttransistoren wer-
den komplexere Schaltungskomponenten herge-
stellt. Beispielsweise repräsentieren Speicherele-
mente in Form von Register, statischem RAM (Spei-
cher mit wahlfreiem Zugriff) und dynamischen 
RAM-Zellen eine wichtige Komponente komplexer 
Logikschaltungen. Während des Betriebs komplexer 
CPU-Kerne müssen beispielsweise eine große Men-
ge an Daten zeitweilig gespeichert und abgerufen 

werden, wobei die Arbeitsgeschwindigkeit und die 
Kapazität der Speicherelemente das Gesamtleis-
tungsverhalten der CPU wesentlich beeinflusst. Ab-
hängig von der in komplexen integrierten Schaltung 
angewendeten Speicherhierarchie werden unter-
schiedliche Arten an Speicherelementen eingesetzt. 
Beispielsweise werden Register und statische 
RAM-Zellen typischerweise in CPU-Kern auf Grund 
ihrer besseren Zugriffszeiten eingesetzt, während dy-
namische RAM-Elemente vorzugsweise als Arbeits-
speicher auf Grund der erhöhten Bitdichte im Ver-
gleich zu Register oder statischen RAM-Zellen ver-
wendet werden. In anderen Anwendungen werden 
größere statische RAM-Bauelemente häufig in einer 
zunehmenden Vielzahl elektronischer Produkte ein-
gesetzt, wobei auch Forderungen im Hinblick auf 
eine geringe Leistungsaufnahme und eine hohe In-
formationsspeicherdichte durch diese statischen 
RAM-Bauelemente zu erfüllen sind. Typischerweise 
enthält eine dynamische RAM-Zelle einen Speicher-
kondensator und einen einzelnen Transistor, wobei 
jedoch ein komplexes Speichervorhaltesystem erfor-
derlich ist, um periodisch die in den Speicherkonden-
satoren enthaltene Ladung aufzufrischen, die an-
sonsten auf Grund unvermeidlicher Leckströme ver-
loren gehen würde. Obwohl die Bitdichte von 
DRAM-Bauelementen sehr hoch ist, muss Ladung in 
die Speicherkondensatoren übertragen und daraus 
abgeführt werden in Verbindung mit dem periodi-
schen Auffrischimpulsen, wodurch diese Bauelemen-
te weniger effizient im Hinblick auf die Geschwindig-
keit und die Leistungsaufnahme im Vergleich zu sta-
tischen RAM-Zellen sind. Andererseits erfordern sta-
tische RAM-Zellen mehrere Transistorelemente, um 
ein Informationsbit zu speichern.

[0004] Um die Anzahl an Transistorelementen in 
statischen RAM-Zellen zu verringern, wurde daher 
vorgeschlagen, Feldeffekttransistoren mit einer grö-
ßeren Funktionshöhe im Vergleich zu konventionel-
len Feldeffekttransistoren zu verwenden, indem ein 
modifiziertes Körpergebiet der Feldeffekttransistoren 
auf der Grundlage eines zusätzlichen dotierten Ge-
biets bereitgestellt wird, um damit als ein „zweites”
Kanalgebiet zu dienen, das diesem sogenannten 
Doppelkanalfeldeffekttransistoren andere Transistor-
eigenschaften verleiht. D. h. durch das Vorsehen ei-
nes weiteren zweiten Kanalgebiets in dem Körper 
des planaren Feldeffekttransistors kann die Trans-
konduktanzt bzw. Steilheit des Transistors so modifi-
ziert werden, dass ein lokales Maximum in dem 
Drain/Source auftritt, wodurch eine Übergangs- bzw. 
Transferkurve mit drei Zuständen entsteht, die zum 
Bereitstellen grundlegender Transistorschaltungen 
mit erhöhter Funktionalität verwendet werden kann. 
Beispielsweise können mit diesen konventionellen 
Transistorarchitekturen RAM-Zellen mit einer gerin-
geren Anzahl an Transistoren bereitgestellt werden.

[0005] In der DE 10 2004 037 087 A1 wird ein 
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selbstvorspannender Doppelkanal-FET beschrieben, 
der als Bestandteil einer SRAM-Zelle dienen kann.

[0006] Fig. 1a zeigt schematisch eine Querschnitts-
ansicht eines konventionellen Transistorelements 
100, das bei der Herstellung einer elektronischen 
Schaltung, etwa einer RAM-Zelle mit erhöhter Funk-
tionsfähigkeit oder mit einer geringeren Anzahl an 
Schaltungselementen im Vergleich zu konventionel-
len Strategien verwendet werden kann, indem die 
Transistortransferkurve mit drei Zuständen ausge-
nutzt wird. Das Transistorelement 100 umfasst ein 
Substrat, das ein beliebiges geeignetes Substrat, 
etwa ein Halbleitervollsubstrat, ein isolierendes Sub-
strat mit einer darauf ausgebildeten kristallinen Halb-
leiterschicht und dergleichen, repräsentieren kann. 
Beispielsweise repräsentiert das Substrat ein Silizi-
umvollsubstrat oder ein SOI-(Silizium-auf-Isola-
tor)Substrat, da gegenwärtig und in der nahen Zu-
kunft die Mehrzahl komplexer integrierter Schaltun-
gen auf der Grundlage von Silizium hergestellt wird. 
Ein im Wesentlichen kristallines Halbleitergebiet 102
ist auf dem Substrat ausgebildet und umfasst ein 
spezielles Dotierstoffmaterial, um die gewünschte 
Leitfähigkeitsart des Gebiets 102 zu erzeugen. In 
dem in Fig. 1a gezeigten Beispiel ist das Halbleiter-
gebiet 102 so dotiert, dass eine p-Leitfähigkeit ge-
schaffen wird. Ferner sind Drain- und Sourcegebiete 
104 benachbart zu dem Gebiet 102 ausgebildet und 
enthalten ein Dotierstoffmaterial, das den Drain- und 
Sourcegebieten 104 eine Leitfähigkeitsart verleiht, 
die invers ist zu der Leitfähigkeitsart des Halbleiterge-
biets 102. In dem gezeigten Beispiel sind die Drain- 
und Sourcegebiete 104 stark dotiert, so dass ent-
sprechende pn-Übergänge entlang den Grenzflä-
chen zwischen den Drain- und Sourcegebieten 104
und dem Halbleitergebiet 102 gebildet sind. Ferner ist 
ein Kanalgebiet 103 zwischen den Drain- und Sour-
cegebieten 104 entsprechend typischer planarer 
Transistorkonfigurationen angeordnet und enthält ein 
erstes Kanalteilgebiet 103a, das im Hinblick auf die 
Drain- und Sourcegebiete 104 invers dotiert ist. Bei-
spielsweise kann das erste Kanalteilgebiet 103a als 
ein „konventionelles” Kanalgebiet eines konventio-
nelles Anreicherungstransistors betrachtet werden. 
Des Weiteren umfasst das Kanalgebiet 103 ein zwei-
tes Kanalteilgebiet 103b, das in Bezug auf das erste 
Kanalteilgebiet 103a invers dotiert ist und daher als 
ein „Verarmungskanal” betrachtet werden kann. In 
dem gezeigten Beispiel repräsentiert der planare 
Feldeffekttransistor 100 aus Fig. 1a einen n-Transis-
tor und daher ist das erste Kanalteilgebiet 103a p-do-
tiert und das zweite Kanalteilgebiet 103 ist n-dotiert. 
Das Transistorelement 100 umfasst ferner eine Gate-
elektrode 105, die über dem Kanalgebiet 103 ange-
ordnet ist, d. h. über dem ersten und dem zweiten Ka-
nalteilgebiet 103a, 103b, wodurch eine kapazitive 
Kopplung der Gateelektrode 105 an das Kanalgebiet 
103 erzeugt wird. Des Weiteren ist in dem gezeigten 
Beispiel die Gateelektrode 105 von dem Kanalgebiet 

103 durch eine Gateisolationsschicht 106 getrennt, 
die über der oberen Fläche der Halbleiterbasis-
schicht ausgebildet ist, in der die Drain- und Source-
gebiete 104 und das Kanalgebiet 103 vorgesehen 
sind. Die Gateisolationsschicht 106 ist aus Siliziumdi-
oxid und/oder Siliziumnitrid und/oder Siliziumoxinitrid 
und/oder dielektrischen Materialien mit großem ε und 
dergleichen gemäß gut etablierter Transistorarchitek-
turen aufgebaut. Das Transistorelement 100, das 
auch als ein Doppelkanaltransistor auf Grund der 
Konfiguration des Kanalgebiets 103 bezeichnet wer-
den kann, umfasst ferner Seitenwandabstandshalter 
107, die an Seitenwänden der Gateelektrode 105 ge-
mäß gut etablierter Transistorkonfigurationen ausge-
bildet sind. Ferner sind andere Komponenten, etwa 
Metallsilizidgebiete in den Drain- und Sourcegebie-
ten 104 und der Gateelektrode 105 vorgesehen, um 
die Gesamtleitfähigkeit und damit das Transistorleis-
tungsvermögen zu verbessern. Der Einfachheit hal-
ber sind derartige leistungssteigernde Komponenten 
nicht dargestellt. In einigen konventionellen Vorge-
hensweisen zur Herstellung eines Doppelkanaltran-
sistors wird ein Kontaktbereich 108 vorgesehen, der 
eine Verbindung zu einem Bereich des Halbleiterge-
biets 102, der in Verbindung mit dem Kanalgebiet 103
als das Körpergebiet des Transistors 100 bezeichnet 
wird, herstellt. Der Kontaktbereich 108 ist somit elek-
trisch mit dem Körpergebiet verbunden, während er 
gleichzeitig von dem Drain- oder Sourcegebiet 104
durch entsprechende pn-Übergänge elektrisch iso-
liert ist. Mittels des Kontaktbereichs 108 kann das 
Körpergebiet des Transistors 100 mit einer geeigne-
ten Referenzspannung verbunden werden, wodurch 
die Steuerbarkeit des Transistors 100 verbessert 
wird.

[0007] Der Transistor 100 kann auf der Grundlage 
gut etablierter konventioneller Transistorfertigungs-
prozessabläufe hergestellt werden, wozu die Herstel-
lung geeigneter Isolationsstrukturen (nicht gezeigt) 
gehört, um entsprechende aktive Bereiche für meh-
rere Transistoren, etwa dem Transistor 100, zu bil-
den. Als nächstes wird die grundlegende Dotierung 
des Körpergebiets des Transistors eingerichtet durch 
gut etablierte Implantationstechniken, woran sich der 
Einbau einer gegensätzlichen Dotierstoffsorte an-
schließt, um damit das zweite Kanalgebiet 103 inner-
halb des Körpergebiets zu bilden. Als nächstes wird 
die Gateelektrode 105 in Verbindung mit der Gateiso-
lationsschicht 104 hergestellt, indem beispielsweise 
das Gatedielektrikumsmaterial durch Oxidation 
und/oder Abscheidung gebildet wird, woran sich das 
Abscheiden eines geeigneten Gateelektrodenmateri-
als anschließt, etwa Polysilizium und dergleichen, 
das nachfolgend auf der Grundlage aufwendiger Li-
thographietechniken strukturiert wird. Anschließend 
wird ein Versatzabstandshalter (nicht gezeigt) bei Be-
darf gebildet und es wird eine Implantationssequenz 
ausgeführt, um einen ersten Bereich der Drain- und 
Sourcegebiete 104 zu bilden, wozu auch ein entspre-
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chender Halo-Implantationsprozess gehören kann. 
D. h. während der Halo-Implantation wird eine Leitfä-
higkeitsart erzeugt, beispielsweise auf der Grundlage 
eines geneigten Implantationsprozesses, die von 
entgegengesetzter Leitfähigkeitsart im Vergleich zu 
jener ist, die durch die Dotierstoffsorte für die Drain- 
und Sourcegebiete erreicht wird. Folglich kann zu-
sätzlich zum Einstellen des Dotierstoffgradienten an 
den pn-Übergängen auch das zweite Kanalgebiet 
103b von den Drain- und Sourcegebieten auf Grund 
der Gegendotierung, die durch die Halo-Implantation 
erreicht wird und die zu einer höheren Dotierstoffkon-
zentrationen an den Bereichen zwischen dem zwei-
ten Kanalgebiet 103b und den Drain- und Sourcege-
bieten führt, „getrennt” werden, da eine Gesamtleitfä-
higkeit in diesen Bereichen vorhanden ist, die der 
Leitfähigkeitsart des verbleibenden Körpergebiets 
entspricht. Danach wird die Abstandshalterstruktur 
107 gemäß gut etablierter Abstandshaltertechniken 
hergestellt. Die Drain- und Sourcegebiete 104 kön-
nen durch entsprechende Ionenimplantationsprozes-
se fertiggestellt werden, woran sich geeignet gestal-
tete Ausheizzyklen anschließen, um die Dotier-
stoffsorten zu aktivieren und durch Implantation her-
vorgerufene Schäden zu rekristallisieren, wodurch 
auch das endgültige Dotierstoffprofil eingestellt wird.

[0008] Fig. 1b zeigt schematisch das Funktionsver-
halten des Doppelkanaltransistors 100. In Fig. 1b ist 
die Leitfähigkeit des Transistors 100, d. h. die Leitfä-
higkeit des Kanalgebiets 103, auf der vertikalen Ach-
se in willkürlichen Einheiten aufgetragen und die 
Steuerspannung VG, die der Gateelektrode 105 zu-
geführt wird, ist auf der horizontalen Achse gezeigt. 
Der Doppelkanaltransistor 100 zeigt eine deutlich 
modifizierte Transkonduktanz bzw. Steilheit im Ver-
gleich zu konventionellen planaren Feldeffekttransis-
toren mit einem einzelnen Kanal auf Grund des Vor-
handenseins des zweiten Kanalgebiets, so dass die 
Leitfähigkeit des Transistors 100 ein mehr oder min-
der ausgeprägtes lokales Maximum aufweist. Wie 
gezeigt, kann, wenn die Steuerspannung VG eine 
erste Schwellwertspannung VT1 übersteigt, eine ty-
pische Zunahme der Leitfähigkeit beobachtet wer-
den, wie dies auch für konventionelle planare Anrei-
cherungstransistoren der Fall ist. Bei einer zweiten 
Schwellwertspannung VT2 findet jedoch ein deutli-
cher Abfall der Leitfähigkeit mit zunehmender Steuer-
spannung VG statt, woraus sich ein lokales Minimum 
an einer dritten Schwellwertspannung VT3 ergibt, bei 
der ein weiterer Anstieg der Leitfähigkeit mit zuneh-
mender Steuerspannung VG beobachtet werden 
kann. Folglich sorgen das lokale Maximum oder Mini-
mum an den Spannungen VT2 und VT3 für einen sta-
bilen Zwischenzustand in der Übertragungskurve des 
Transistors 100, was vorteilhaft ausgenutzt werden 
kann, um grundlegende elektronische Schaltungen 
mit erweiterter Funktionsvielfalt bei gleicher Anzahl 
an Schaltungselementen in konventionellen Gestal-
tungen aufzubauen, während in anderen Fällen eine 

gewünschte Funktionsvielfalt auf der Grundlage ei-
ner geringeren Anzahl an Schaltungselementen er-
reicht werden kann, indem ein oder mehrere der kon-
ventionellen planaren Feldeffekttransistoren durch 
einer planaren Doppelkanaltransistor, etwa den Tran-
sistor 100, ersetzt wird.

[0009] Im Hinblick auf das Erhöhen der Informati-
onsdichte oder allgemein der Packungsdichte in mo-
dernsten Halbleiterbauelementen ist der Flächenver-
brauch entsprechender Transistorelemente jedoch 
von größerer Wichtigkeit als die Anzahl der Schal-
tungselemente, die zum Erreichen der gewünschten 
elektrischen Leistungsfähigkeit erforderlich sind. D. 
h. obwohl die Anzahl an Transistorelementen, bei-
spielsweise in statischen RAM-Zellen, verringert wer-
den kann, indem zwei oder mehrere Transistoren 
durch Doppelkanaltransistoren ersetzt werden, wie 
dies zuvor mit Bezug zu den Fig. 1a und Fig. 1b er-
läutert ist, ist die Halbleiterfläche, die zum Bereitstel-
len dieser beiden Doppelkanaltransistoren erforder-
lich ist, nicht notwendigerweise kleiner als für eine 
konventionelle Schaltungsanordnung, in der bei-
spielsweise 6 Transistoren für eine typische statische 
RAM-Zelle verwendet werden. Dieser Unterschied im 
Flächenverbrauch kann durch das Erfordernis von 
Körperkontakten hervorgerufen werden, etwa den 
Kontakt 108 aus Fig. 1a, der in einer konventionellen 
Strategie durch T-förmige oder H-förmige Gateelek-
trodenstrukturen realisiert wird, die wertvolle Fläche 
des entsprechenden aktiven Gebiets einnehmen, wie 
dies mit Bezug zu Fig. 1c detaillierter beschrieben 
ist.

[0010] Fig. 1c zeigt schematisch eine Draufsicht ei-
nes Doppelkanaltransistors, etwa dem Doppelkanal-
transistor 100, der in Fig. 1a gezeigt ist. In dieser 
Konfiguration umfasst der Transistor 100 ein aktives 
Gebiet 110, das als ein zusammenhängendes Halb-
leitergebiet zu verstehen ist, das durch eine Isolati-
onsstruktur umschlossen ist, etwa eine flache Grabe-
nisolation 111 und dergleichen. Daher repräsentiert 
das aktive Gebiet 110 ein einzelnes Halbleitergebiet 
ohne eine dazwischenliegende Isolationsstruktur, in 
der ein geeignetes Dotierstoffprofil errichtet wird, das 
auf der Grundlage unterschiedlicher Dotierstoffsorten 
bewerkstelligt werden kann, wie dies zur Herstellung 
entsprechender pn-Übergänge und dergleichen ge-
mäß den gesamten erforderlichen Aufbau notwendig 
ist. Ferner ist die Gateelektrodenstruktur 105 über ei-
nem Teil des aktiven Gebiets 110 aufgebaut, wodurch 
ein Draingebiet 104d und ein Sourcegebiet 104s de-
finiert werden, die eine geeignete Dotierstoffkonzent-
ration aufweisen, wie dies auch zuvor erläutert ist. Es 
sollte ferner beachtet werden, dass unter der Gatee-
lektrodenstruktur 105 ein entsprechendes Kanalge-
biet mit zwei „Kanälen” vorgesehen sein kann, wie 
dies auch zuvor mit Bezug zu Fig. 1a erläutert ist. 
Des Weiteren umfasst die Gateelektrodenstruktur 
105 einen entsprechenden Bereich 105a, der als ein 
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Kontaktbereich der Gateelektrode 105 dient und un-
ter welchem ein Halbleitergebiet besteht, das mit ei-
nem Körpergebiet des Transistors 100 verbunden 
sein kann. Des Weiteren kann ein Teil des aktiven 
Gebiets 110 als der Körperkontakt 108 dienen, der 
eine Verbindung mit dem Bereich, der unter dem 
Kontaktbereich 105a der Gatelektrode 105 angeord-
net ist, herstellt. Ferner sind entsprechende Kontakt-
elemente 128, 129 und 130 vorgesehen, um die je-
weiligen elektrischen Verbindungen zu einem Metal-
lisierungssystem einzurichten, das über dem Transis-
tor 100 vorzusehen ist. Beispielsweise stellt das Kon-
taktelement 128 eine Verbindung zu dem Körperkon-
takt 108 her und ebenfalls eine Verbindung zu einer 
Metallleitung (nicht gezeigt) der ersten Metallisie-
rungsschicht, die auch mit dem Kontaktelement 130
verbunden sein kann, wenn eine direkte elektrische 
Verbindung zwischen der Gateelektrode 105, dem 
Sourcegebiet 104s und dem Körperkontakt 104a er-
forderlich ist. Andererseits kann das Sourcegebiet 
104s direkt mit der Gateelektrode 105 über das 
„rechteckige” Kontaktelement 130 verbunden sein. In 
ähnlicher Weise ist das Kontaktelement 129 so vor-
gesehen, dass eine Verbindung zu dem Draingebiet 
104d und einer entsprechenden Metallleitung des 
Metallisierungssystems herstellt.

[0011] Typischerweise wird der Transistor 100 ge-
mäß Fertigungstechniken hergestellt, wie sie auch 
zuvor mit Bezug zu Fig. 1a erläutert sind, wobei nach 
der Fertigstellung der grundlegenden Transistorkon-
figuration die entsprechenden Kontaktelemente 128, 
129 und 130 in einem dielektrischen Zwischen-
schichtmaterial auf der Grundlage gut etablierter 
Strukturierungsstrategien hergestellt werden, wobei 
dies Kontaktelemente in einer gemeinsamen Pro-
zesssequenz geschaffen werden. Danach werden 
eine oder mehrere entsprechende Metallisierungse-
benen hergestellt, um damit das Metallisierungssys-
tem gemäß den Bauteilerfordernissen vorzusehen. 
Wie somit aus Fig. 1c hervorgeht, ist eine signifikan-
te Chipfläche für die Herstellung des Transistors 100
mit dem Körperkontakt 108 erforderlich, so dass für 
eine statische RAM-Zelle, die zwei oder mehr Dop-
pelkanaltransistoren aufweist, die erforderliche Silizi-
umfläche vergleichbar ist oder sogar größer ist als in 
einer konventionellen statischen RAM-Zelle mit 
sechs konventionellen Einzelkanaltransistoren.

[0012] Angesichts der zuvor beschriebenen Situati-
on betrifft die vorliegende Offenbarung Bauelemente 
und Verfahren, in denen Doppelkanaltransistoren in 
einer platzsparenden Weise angeschlossen werden 
können, um damit eine erhöhte Packungsdichte und 
Informationsdichte für Halbleiterbauelemente, etwa 
statische RAM-Zellen, zu schaffen, wobei eines oder 
mehrere der oben erkannten Probleme vermieden 
oder zumindest verringert werden.

Überblick über die Offenbarung

[0013] Im Allgemeinen stellt die vorliegende Offen-
barung Halbleiterbauelemente und geeignete Gestal-
tungen bzw. Layouts zur Herstellung dieser Bauele-
mente auf der Grundlage von Doppelkanaltransisto-
ren mit Körperkontakten bereit, wobei dies in einer 
sehr platzsparenden Weise erfolgen kann. Zu diesem 
Zweck wird eine geeignete Körperkontaktstruktur la-
teral zwischen zwei benachbarten Doppelkanaltran-
sistoren so angeordnet, dass der Körperkontakt eine 
Verbindung zu beiden Körpergebieten herstellen 
kann, wodurch auch eine elektrische Verbindung zwi-
schen Sourcegebieten, Gateelektroden und den Kör-
pergebieten derart eingerichtet wird, dass die Körper-
gebiete geeigneter Weise niederohmig angeschlos-
sen sind. Dazu wird gemäß einigen anschaulichen 
hierin offenbarten Aspekten ein einzelnes Kontakte-
lement so vorgesehen, dass es gleichzeitig eine Ver-
bindung zu Gateelektrodenstrukturen und Sourcege-
bieten der Doppelkanaltransistoren herstellt, wäh-
rend gleichzeitig eine Verbindung zu dem Körperkon-
takt erfolgt. Eine entsprechende Anordnung wird in 
einigen anschaulichen Ausführungsformen effizient 
für eine statische RAM-Zelle angewendet, die aus 
Doppelkanaltransistoren und einem weiteren Aus-
wahltransistor aufgebaut ist, wodurch eine deutlich 
geringere Fläche im Vergleich zu konventionellen 
statischen RAM-Zellen erforderlich ist. Somit wird die 
Informationsdichte statischer RAM-Bauelemente 
deutlich erhöht, ohne dass wesentlich zur gesamten 
Prozesskomplexität beigetragen wird.

[0014] Eine anschauliche hierin offenbarte Spei-
cherzelle umfasst  
einen p-Doppelkanaltransistor mit einer ersten Gate-
elektrode, die über einem aktiven Gebiet gebildet ist;  
einen n-Doppelkanaltransistor mit einer zweiten Ga-
teelektrode, die über dem aktiven Gebiet gebildet ist;  
eine Platzhaltergateelektrode, die über dem aktiven 
Gebiet gebildet ist und zwischen lateral der ersten 
Gatelektrode und der zweiten Gateelektrode ange-
ordnet ist;  
ein dielektrischen Zwischenschichtmaterial, das über 
dem p-Doppelkanaltransistor und dem n-Doppelka-
naltransistor gebildet ist; und  
ein Kontaktelement, das in dem dielektrischen Zwi-
schenschichtmaterial gebildet ist, wobei das Kontak-
telement eine Verbindung zu der ersten und/oder der 
zweiten Gateelektrode und/oder der Platzhaltergate-
elektrode herstellt; wobei  
der p-Doppelkanaltransistor ein n-Kanalgebiet auf-
weist, das unter der ersten Gateelektrode ausgebil-
det ist, und ein p-Kanalgebiet aufweist, das unter 
dem n-Kanalgebiet gebildet ist; und  
der n-Doppelkanaltransistor ein p-Kanalgebiet, das 
unter der zweiten Gatelektrode ausgebildet ist, und 
ein n-Kanalgebiet, das unter dem p-Kanalgebiet aus-
gebildet ist, aufweist.
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[0015] Ein anschauliches hierin offenbartes Halblei-
terbauelement umfasst einen ersten Doppelkanal-
transistor mit einer ersten Gateelektrode und einem 
ersten Körpergebiet. Das Halbleiterbauelement um-
fasst ferner einen zweiten Doppelkanaltransistor mit 
einer zweiten Gateelektrode und einem zweiten Kör-
pergebiet. Des Weiteren ist ein Körperkontakt lateral 
zwischen dem ersten und dem zweiten Doppelkanal-
transistor angeordnet, wobei der Körperkontakt eine 
Verbindung zu dem ersten und dem zweiten Körper-
gebiet herstellt. Schließlich umfasst das Halbleiter-
bauelement ein einzelnes Kontaktelement, das in ei-
nem dielektrischen Zwischenschichtmaterial ausge-
bildet ist, wobei das Kontaktelement eine Verbindung 
zu dem Körperkontakt, der ersten Gateelektrode, der 
zweiten Gateelektrode und Sourcegebieten des ers-
ten und des zweiten Doppelkanaltransistors herstellt.

[0016] Ein anschauliches hierin offenbartes Verfah-
ren umfasst das Bilden eines Körperkontakts über ei-
nem aktiven Gebiet und lateral zwischen einem ers-
ten Doppelkanaltransistor und einem zweiten Dop-
pelkanaltransistor. Des Weiteren wird ein dielektri-
sches Zwischenschichtmaterial über dem Körperkon-
takt und dem ersten und dem zweiten Doppelkanal-
transistor hergestellt. Schließlich umfasst das Verfah-
ren das Bilden eines Kontaktelements in dem dielek-
trischen Zwischenschichtmaterial derart, dass dieses 
eine Verbindung zu einer ersten Gateelektrode und 
einem Sourcegebiet des ersten Doppelkanaltransis-
tors, zu einer zweiten Gateelektrode und einem Sour-
cegebiet des zweiten Doppelkanaltransistors und zu 
dem Körperkontakt herstellt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Weitere Ausführungsformen der vorliegen-
den Offenbarung sind in den angefügten Patentan-
sprüchen definiert und gehen deutlicher aus der fol-
genden detaillierten Beschreibung hervor, wenn die-
se mit Bezug zu den begleitenden Zeichnungen stu-
diert wird, in denen:

[0018] Fig. 1a schematisch eine Querschnittsan-
sicht eines Doppelkanalfeldeffekttransistors mit ei-
nem zweiten Kanalgebiet in dem Körper gemäß kon-
ventioneller Techniken zeigt;

[0019] Fig. 1b schematisch ein Verhalten mit drei 
Zuständen eines Doppelkanalfeldeffekttransistors 
zeigt, der bei der Herstellung von Schaltungen, etwa 
von Speicherzellen, mit einer geringeren Anzahl an 
Transistorelementen ausgenutzt werden kann;

[0020] Fig. 1c zeigt schematisch eine Draufsicht ei-
nes Doppelkanaltransistors mit einem Körperkontakt, 
der auf der Grundlage konventioneller Techniken her-
gestellt ist;

[0021] Fig. 2a schematisch ein Schaltbild einer sta-

tischen RAM-Zelle mit zwei Doppelkanaltransistoren 
und einem Auswahltransistor zeigt, der in Form eines 
„Einzelkanaltransistors” gemäß anschaulicher Aus-
führungsformen vorgesehen ist;

[0022] Fig. 2b schematisch eine Draufsicht eines 
Halbleiterbauelements oder eines Layouts davon 
zeigt, in welchem die elektrische Schaltung aus 
Fig. 2a eingerichtet ist, wodurch eine statische 
RAM-Zelle auf der Grundlage eines platzsparenden 
Aufbaus einer Konfiguration gemäß anschaulicher 
Ausführungsformen gebildet wird;

[0023] Fig. 2c bis Fig. 2g schematisch Querschnitt-
sansichten eines Teils des in Fig. 2c gezeigten Halb-
leiterbauelements während diverser Fertigungspha-
sen gemäß noch weiterer anschaulicher Ausfüh-
rungsformen zeigen.

Detaillierte Beschreibung

[0024] Obwohl die vorliegende Offenbarung mit Be-
zug zu den Ausführungsformen beschrieben ist, wie 
sie in der folgenden detaillierten Beschreibung sowie 
in den Zeichnungen dargestellt sind, sollte beachtet 
werden, dass die folgende detaillierte Beschreibung 
sowie die Zeichnungen nicht beabsichtigen, die vor-
liegende Offenbarung auf die speziellen anschauli-
chen Ausführungsformen einzuschränken, sondern 
die beschriebenen anschaulichen Ausführungsfor-
men stellen lediglich beispielhaft die diversen Aspek-
te der vorliegenden Offenbarung dar, deren Schutz-
bereich durch die angefügten Patentansprüche defi-
niert ist.

[0025] Im Allgemeinen betrifft der hierin offenbarte 
Gegenstand Halbleiterbauelemente und entspre-
chende Schaltungsgestaltungen und Verfahren, in 
denen ein Körpergebiet von Doppelkanaltransistoren 
effizient mit Gateelektroden und Sourcegebieten der 
Doppelkanaltransistoren auf der Grundlage eines 
einzelnen Kontaktelements verbunden werden kann, 
wodurch ein geringerer Flächenkonsum im Vergleich 
zu konventionellen Techniken für die Herstellung von 
Körperkontakten erreicht wird. In einigen anschauli-
chen Ausführungsformen wird das Schema für die 
platzsparende Kontaktbildung für die Körperkontakte 
von zwei oder mehr Doppelkanaltransistoren auf eine 
statische RAM-Zelle angewendet, die in einer an-
schaulichen Ausführungsform aus zwei Doppelkanal-
transistoren in Verbindung mit einem Auswahltransis-
tor aufgebaut ist, wobei eine Verringerung des Flä-
chenkonsums im Vergleich zu konventionellen stati-
schen RAM-Zellen, die auf der Grundlage der glei-
chen Technologie hergestellt sind, von ungefähr 50% 
erreicht werden kann. Folglich kann auf Grund der 
größeren Funktionsbandbreite von Doppelkanaltran-
sistoren mit Körperkontakten die Anzahl der Transis-
torelemente verringert werden, wobei auch der Flä-
chenverbrauch dieser Transistoren auf einem gerin-
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gen Niveau auf Grund des platzsparenden elektri-
schen Verbindungssystems zwischen den Körpern 
und den Transistorbereichen, etwa den Sourcegebie-
ten und den Gateelektroden, gehalten wird.

[0026] Es sollte beachtet werden, dass die hierin of-
fenbarten Prinzipien vorteilhaft auf statische 
RAM-Speicherzellen angewendet werden können, 
da die platzsparende Konfiguration für eine erhöhte 
Informationsdichte im Vergleich zu konventionellen 
Techniken sorgt, wodurch die Herstellung von 
Speicherbauelementen mit einer erhöhten Informati-
onsdichte und auch das Vorsehen eines größeren 
Speicherbereichs in komplexen Schaltungen, etwa 
CPU's, und dergleichen, möglich ist. Andererseits 
kann die vorliegende Offenbarung auch auf andere 
Schaltungskonfigurationen angewendet werden, in 
denen zwei oder mehr Doppelkanaltransistoren so zu 
verwenden sind, dass konventionelle Einzelkanal-
transistoren ersetzt werden, um damit die Gesamt-
funktionsvielfalt von Schaltungen zu erhöhen, wobei 
gleichzeitig eine erhöhte Packungsdichte erforderlich 
ist. Daher sollte die vorliegende Offenbarung nicht 
auf spezielle elektronische Schaltungen einge-
schränkt erachtet werden, sofern derartige Ein-
schränkungen nicht speziell in der Beschreibung 
oder den angefügten Patentansprüchen dargelegt 
sind.

[0027] Mit Bezug zu den Fig. 2a bis Fig. 2g werden 
nunmehr weitere anschauliche Ausführungsformen 
detaillierter beschrieben, in denen auch auf die 
Fig. 1a bis Fig. 1c verwiesen wird, wenn dies geeig-
net ist.

[0028] Fig. 2a zeigt schematisch ein Schaltbild ei-
ner elektronischen Schaltung 250, die eine Speicher-
zelle zum Speichern eines einzelnen Bits an Informa-
tion repräsentiert. Die Speicherzelle 250 beruht auf 
einer geringeren Anzahl an Transistorelementen im 
Vergleich zu konventionellen statischen RAM-Zellen, 
die typischerweise 6 Transistoren aufweisen. In der 
gezeigten Ausführungsform enthält die Speicherzelle 
250 einen ersten Doppelkanaltransistor 200n in Form 
eines n-Transistors, d. h. dessen Drain- und Source-
gebiete 204d, 204s sind mittels einer n-Dotier-
stoffsorte dotiert, wie dies auch zuvor mit Bezug zu 
dem Doppelkanaltransistor 100 aus Fig. 1a erläutert 
ist. Des Weiteren ist ein zweiter Doppelkanaltransis-
tor 200p in Form eines p-Transistors vorgesehen, d. 
h. entsprechende Drain- und Sourcegebiete 204g, 
204s sind mit einer p-Dotierstoffsorte dotiert. Des 
Weiteren sind die Transistoren 200n, 200p elektrisch 
so miteinander verbunden, dass jede Gateelektrode 
205 mit dem jeweiligen Sourgebiet 204s verbunden 
ist, wobei auch beide Sourcegebiete 204s mit ent-
sprechenden Körpergebieten 208 jedes der Transis-
toren 20n, 200p verbunden sind. Des Weiteren wird, 
wie gezeigt ist, eine gut leitende Verbindung zwi-
schen den Gateelektroden 205 eingerichtet. Ferner 

ist ein Knoten 208a somit mit den Körpergebieten 
208, den Sourcegebieten 204s und den Gateelektro-
denstrukturen 205 beider Transistoren 200n, 200p
verbunden, so dass der Knoten 208a als Eingang 
und Ausgang eines informationsspeichernden Ele-
ments dient, das durch die beiden Doppelkanaltran-
sistoren 200n, 200p gebildet ist. D. h., wenn eine ge-
eignete Betriebsspannung VDD, VSS über das Drain 
204d des n-Transistors 200n und des Drain 204d des 
p-Transistors 200 angelegt wird, führt das Anlegen 
einer geeigneten Eingangsspannung an den Knoten 
208a zu einem stabilen Zustand der Transistoren 
200n, 200p, der dann an den Knoten 208a auf der 
Grundlage einer geeigneten Fühlerschaltung, wie sie 
im Stand der Technik bekannt ist, „ausgelesen” wer-
den kann. Des Weiteren umfasst die Speicherzelle 
250 einen Auswahltransistor 200s, dessen Gate 205
mit einer Auswahlleitung verbunden ist, während der 
Drain/Source-Pfad des Transistors 200s einen 
schaltbaren leitenden Pfad repräsentiert, um steuer-
bar den Knoten 208a mit einer Bitleitung zu verbin-
den. Im Hinblick auf das Einsparen von Platz kann 
der Auswahltransistor 200s in Form eines „Einzelka-
naltransistors” vorgesehen werden, ohne dass ein 
spezielle Körperkontakt erforderlich ist, etwa die Kon-
takte 208 der Doppelkanaltransistoren 200n, 200p.

[0029] Bei Verwendung konventioneller Körperkon-
takttechnologien zum Einrichten der Schaltung aus 
Fig. 2a als ein tatsächliches Layout oder ein Halblei-
terbauelement ist, wie zuvor erläutert ist, ein deutli-
cher Siliziumverbrauch mit eigentlicher Ausbildung 
der Doppelkanaltransistoren 200n, 200p verbunden, 
wie dies auch zuvor mit Fig. 1c erläutert ist. Gemäß
den hierin offenbarten Prinzipien beruht jedoch die 
Verbindungsstruktur für die Transistoren 200n, 200p
auf einer platzsparenden Körperkontaktstruktur, wo-
durch der gesamte Flächenverbrauch der statischen 
Speicherzelle 250 verringert wird, und somit deutlich 
kleiner ist im Vergleich zu Konfigurationen mit kon-
ventionellen Einzelkanaltransistoren oder konventio-
nellen Doppelkanaltransistoren.

[0030] Fig. 2b zeigt schematisch eine Draufsicht 
der statischen Speicherzelle 250 in einer tatsächli-
chen Implementierung oder Fig. 2b kann als ein Lay-
out bzw. eine Gestaltung der Speicherzelle 250 be-
trachtet werden. Eine Gestaltung bzw. ein Layout ist 
als die geometrische Konfiguration der diversen Bau-
teilebenen zu verstehen, die zum Erzeugen der Spei-
cherzelle 250 in einem eigentlichen Halbleiterchip er-
forderlich sind, wobei die geometrische Konfiguration 
in Form beliebiger geeigneter Mittel vorgesehen wer-
den kann, etwa in Form eines Computerprogramms, 
eines Ausdrucks und dergleichen, wie sie typischer-
weise bei der Gestaltung tatsächlicher Halbleiterbau-
elemente verwendet werden. Wie gezeigt, umfasst 
das Layout oder das tatsächliche Halbleiterbauele-
ment, das der statischen Speicherzelle 250 ent-
spricht, zwei Doppelkanaltransistoren 200n und 
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200p, die in einer anschaulichen Ausführungsform in 
einem einzelnen aktiven Gebiet 210 aufgebaut sind. 
D. h. das aktive Gebiet 210, das einen entsprechen-
den Halbleiterbereich repräsentieren kann, etwa ein 
siliziumbasiertes Halbleitermaterial, ist von einer Iso-
lationsstruktur (in Fig. 2b nicht gezeigt) umschlos-
sen, ohne dass weitere innere Isolationsstrukturen 
vorgesehen sind, die das aktive Gebiet 210 in einzel-
ne Teilgebiete, die voneinander getrennt sind, unter-
teilen. In dieser Ausführungsform umfasst der n-Ka-
naltransistor 200n das Draingebiet 204d und das 
Sourcegebiet 204s, die innerhalb des aktiven Ge-
biets 210 hergestellt sind, wobei das Sourcegebiet 
204s mit einem „Körpergebiet” verbunden ist, das in 
den aktiven Gebiet 210 unter einem Körperkontakt 
208 liegt, der über dem aktiven Gebiet 210 ausgebil-
det ist und der in einer anschaulichen Ausführungs-
form einen ähnlichen Aufbau wie die entsprechenden 
Gateelektroden 205 der Transistoren 200n, 200p be-
sitzt. D. h. die Gatelektroden 205 und der Körperkon-
takt 208 können auf der Grundlage einer gemeinsa-
men Fertigungssequenz bis zu einer gewissen Ferti-
gungsphase hergestellt werden, wodurch für ein ho-
hes Maß an Kompatibilität und Effizienz gesorgt wird, 
wie dies nachfolgend detaillierter beschrieben ist. 
Ferner kann der Körperkontakt 208 einen leitenden 
Weg (nicht gezeigt) bilden, der sich in das aktive Ge-
biet 210 so erstreckt, dass eine Verbindung zu dem 
Halbleitergebiet hergestellt wird, das darin ausgebil-
det wird, das wiederum eine Verbindung zu Körper-
gebieten der Transistoren 200n, 200p herstellt, wie 
dies auch nachfolgend detaillierter erläutert ist. In 
ähnlicher Weise weist der p-Doppelkanaltransistor 
200p ein Draingebiet 204d und das Sourcegebiet 
204s, die in dem gleichen aktiven Gebiet 210 ausge-
bildet sind, jedoch auf der Grundlage einer Dotier-
stoffsorte hergestellt sind, die die inverse Leitfähig-
keitsart im Vergleich zu den Drain- und Sourcegebie-
ten des Doppelkanaltransistors 200n hervorruft. Ein 
Kontaktelement 229n stellt eine Verbindung zu dem 
Draingebiet 204d des Transistors 200n und zu einer 
Metallisierungsschicht und schließlich einer Metalllei-
tung, die mit der Versorgungsspannung VDD verbun-
den ist, her. In ähnlicher Weise verbindet ein Kontak-
telement 229p das Draingebiet 204d des Transistors 
200p mit dem Metallisierungssystem und schließlich 
mit der Versorgungsspannung VSS entsprechend 
der Schaltung, wie sie in Fig. 2a gezeigt ist. Ferner ist 
ein Kontaktelement 230 in Form eines rechteckigen 
Kontakts vorgesehen, der eine Verbindung zu den 
Gateelektroden 205 der Transistoren 200n, 200p und 
zu den entsprechenden Sourcegebieten 204s und 
auch zu dem Körperkontakt 208 herstellt. Somit wird 
mittels des Kontaktelements 230 und des Körperkon-
takts 208, der lateral zwischen den Transistoren 
200n, 200p angeordnet ist, d. h. zwischen den ent-
sprechenden Gateelektroden 205, eine äußerst effi-
ziente Verbindungsstruktur vorgesehen, so dass die 
in Fig. 2a gezeigte elektrische Konfiguration erreicht 
wird.

[0031] Ferner weist die Speicherzelle 250, d. h. de-
ren Layout oder deren tatsächliche Implementierung 
in einem Halbleitermaterial in Form eines Halbleiter-
bauelements, den Auswahltransistor 200s auf, der in 
und über einem separaten aktiven Gebiet 210s her-
gestellt ist, das im Hinblick auf das aktive Gebiet 210
so positioniert ist, dass eine platzsparende Gesamt-
konfiguration geschaffen wird, wobei auch eine effizi-
ente elektrische Verbindung zu den Transistoren 
200n, 200p und zu anderen Speicherzellen (nicht ge-
zeigt) über entsprechende Auswahlleitungen bzw. 
Bitleitungen S, B ermöglicht wird. In einer anschauli-
chen Ausführungsform wird der Auswahltransistor 
200 in Form eines Einzelkanaltransistors vorgese-
hen, dessen Gateelektrode 205 im Wesentlichen zu 
dem Körperkontakt 208 ausgerichtet ist, wodurch 
eine raumsparende Gesamtkonfiguration geschaffen 
wird. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Aus-
wahltransistor 200s gemäß anderen räumlichen La-
gen in Bezug auf den Körperkontakt 208 und die 
Transistoren 200n, 200p abhängig von der gesamten 
geometrischen Konfiguration eines Halbleiterbauele-
ments mit mehreren der Speicherzellen 250 ange-
ordnet werden kann. Zum Anschluss des Auswahl-
transistors 200s werden entsprechende Kontaktele-
mente 231, 232, 233 vorgesehen, wobei die Kontak-
telemente 232, 233 die Gateelektrode 205 und das 
Draingebiet oder Sourcegebiet mit der Auswahllei-
tung bzw. der Bitleitung verbinden. In ähnlicher Wei-
se bildet das Kontaktelement 231 eine Verbindung zu 
dem Metallisierungssystem, dsas wiederum zu einer 
der Gateelektroden 205 oder dem Kontaktelement 
230 verbunden ist, wie dies durch die Leitung CL an-
gegeben ist, wobei dies von der gesamten Konfigura-
tion abhängt.

[0032] Fig. 2c zeigt schematisch eine Schnittan-
sicht entlang des Schnittes IIc aus Fig. 2b während 
einer speziellen Fertigungsphase, in der die grundle-
genden Transistorgestaltungen im Wesentlichen fer-
tiggestellt sind. Es sollte beachtet werden, dass auch 
der Auswahltransistor 200s (siehe Fig. 2b) in einer 
entsprechenden Fertigungsphase ist. Wie gezeigt, 
enthält das Halbleiterbauelement 250 ein Substrat 
201, das ein beliebiges geeignetes Trägermaterial re-
präsentiert, um darüber eine Halbleiterschicht 202 zu 
bilden. Beispielsweise repräsentiert das Substrat 201
ein Halbleitersubstrat, ein isolierendes Material und 
dergleichen, wobei auch bei Bedarf ein vergrabenes 
isolierendes Material (nicht gezeigt) ausgebildet sein 
kann, um eine SOI-(Silizium-auf-Isolator-)Konfigura-
tion zumindest lokal innerhalb des Substrats 201 zu 
bilden. Ferner wird eine Isolationsstruktur 211 in der 
Halbleiterschicht 202 gebildet, um damit lateral das 
aktive Gebiet 210 einzuschließen und dieses zu bil-
den, das in der gezeigten Ausführungsform ein zu-
sammenhängendes Halbleitergebiet ohne dazwi-
schenliegende Isolationsstrukturen repräsentiert. Es 
sollte jedoch beachtet werden, dass in anderen Fäl-
len eine flache Isolationsstruktur bei Bedarf vorgese-
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hen werden kann, beispielsweise unterhalb des Kör-
perkontakts 208, solange ein leitender Pfad zu den 
entsprechenden Teilbereichen des aktiven Gebiets 
210 aufrecht erhalten wird. Ferner enthalten in der 
gezeigten Fertigungsphase die Transistoren 200n, 
200p die Gateelektroden 205, die auf entsprechen-
den Gateisolationsschichten 206 mit einer geeigne-
ten Dicke und Materialzusammensetzung in Abhän-
gigkeit von dem gesamten Technologiestandard ge-
bildet werden, der zur Herstellung des Bauelements 
250 eingesetzt wird. Des Weiteren sind Seiten-
wandabstandshalterstrukturen 207 an Seitenwänden 
der Gateelektroden 205 ausgebildet. Zu diesem 
Zweck kann ein Siliziumnitridmaterial möglicherwei-
se in Verbindung mit einer geeigneten Ätzstoppbe-
schichtung (nicht gezeigt) eingesetzt werden. Es soll-
te ferner beachtetet werden, dass die Abstandshal-
terstrukturen 207 zwei oder mehr einzelne Abstands-
halterelemente abhängig von der Komplexität des 
Dotierstoffprofils innerhalb des aktiven Gebiets 210
aufweisen können. In der gezeigten Ausführungs-
form besitzt der Körperkontakt 208 einen ähnlichen 
Aufbau oder einen im Wesentlichen identischen Auf-
bau wie die Gateelektroden 205. D. h. der Körperkon-
takt 208 umfasst eine Gateelektrode 205a, die auch 
als Platzhaltergateelektrode bezeichnet wird, da die 
Elektrodenstruktur 205a nicht dazu verwendet wird, 
einen entsprechenden leitenden Kanal zu steuern, 
sondern diese wird verwendet, um einen leitenden 
Pfad in das aktive Gebiet 210 zu erzeugen, um damit 
als ein Körperkontakt in einer späteren Fertigungs-
phase zu dienen. Ferner kann eine „Gateisolations-
schicht” 206a vorgesehen sein, um damit die Elektro-
den 205a von dem aktiven Gebiet 210 in dieser Fer-
tigungsphase zu trennen. In ähnlicher Weise ist eine 
Abstandshalterstruktur 207a an Seitenwänden der 
Elektrode 205a gebildet. In einigen anschaulichen 
Ausführungsformen sind die entsprechenden Längen 
der Gateelektroden 205 und der Elektrode 205a, wie 
sie durch 205l bezeichnet sind, auf der Grundlage 
des gleichen Entwurfssollwertes hergestellt, der von 
dem betrachteten Technologiestandard abhängt. In 
anderen Fällen kann der Körperkontakt 208, d. h. die 
Elektrode 205a, eine größere Länge bei Bedarf auf-
weisen, beispielsweise im Hinblick auf das Anpassen 
des gesamten elektrischen Leistungsverhaltens, 
wenn eine Isolationsgebiet unter dem Körperkontakt 
208 vorgesehen ist, und dergleichen. Im Hinblick auf 
eine sehr platzsparende Konfiguration kann es vor-
teilhaft sein, die Gateelektroden 205 und die Elektro-
de 205a auf der Grundlage der gleichen geometri-
schen Parameter vorzusehen. Wie gezeigt, können 
entsprechende Drain- und Sourcegebiete 204s, 
204d in dem aktiven Gebiet 210 eingerichtet werden, 
wobei dies auf der Grundlage unterschiedlicher Do-
tierstoffsorten erfolgt, um damit die entsprechende 
Leitfähigkeitsart der Transistoren 200n, 200p zu er-
zeugen. Ferner besitzen auch die jeweiligen Körper-
gebiete 202p, 202n entsprechende Grunddotierun-
gen, um damit für die erforderlichen Transistoreigen-

schaften zu sorgen. Die Transistoren 200n, 200p ent-
halten ferner ein „Doppelkanalgebiet” 203 mit einem 
erste Kanal 203a und einem zweiten Kanal 203b, das 
eine inverse Dotierung im Vergleich zu dem ersten 
Kanalgebiet 203a aufweist, wie dies auch mit Bezug 
zu dem Transistor 100 aus Fig. 1a erläutert ist. Es 
sollte beachtet werden, dass die Dotiermittel des Ka-
nalgebiets 203 des p-Kanaltransistors 200p invers 
sind zu der Dotierung des Kanalgebiets 203 des 
n-Kanaltransistors 200n. Es sollte beachtet werden, 
dass im Zusammenhang mit der vorliegenden An-
meldung ein Doppelkanaltransistor als ein Feldeffekt-
transistor zu verstehen ist, der ein Kanalgebiet mit ei-
nem ersten Kanalgebiet 203a, das benachbart zu der 
entsprechenden Gateisolationsschicht ausgebildet 
ist, etwa der Schicht 206, und das die gleiche Leitfä-
higkeitsart wie das entsprechende Körpergebiet, 
etwa das Gebiet 202n für den Transistor 200n und 
das Gebiet 202p für den Transistor 200p aufweist, 
wobei auch ein zweites Kanalgebiet 203b unter dem 
ersten Kanalgebiet vorgesehen ist, das eine inverse 
Leitfähigkeitsart im Vergleich zu dem ersten Kanalge-
biet besitzt.

[0033] Das in Fig. 2c gezeigte Halbleiterbauele-
ment 250 kann auf der Grundlage des Gestaltungs-
konzepts gestellt werden, wie es auch mit Bezug zu 
Fig. 2 gezeigt ist unter Verwendung gut etablierter 
Prozesstechniken, wie sie beispielsweise mit Bezug 
zu Fig. 1a beschrieben sind, wobei jedoch die grund-
legende Dotierung der Transistoren 200n, 200p in 
dem aktiven Gebiet 210 hinzugefügt wird, was durch 
geeignete Maskierungsschemata vor dem Bilden der 
Gateelektrodenstrukturen 205 bewerkstelligt werden 
kann. Danach werden die Gateelektroden 205 und 
die Platzhaltergateelektrode 205a gemäß Prozess-
techniken hergestellt, wie sie zuvor beschrieben sind, 
wobei bei Bedarf die Struktur 205a auf der Grundlage 
der gleichen kritischen Abmessungen hergestellt 
wird, wie die Gateelektrode 205. Somit kann durch 
Vorsehen der Platzhaltergateelektrode 205a zumin-
dest ein Teil des aktiven Gebiets 210, der durch 202b
gekennzeichnet ist, während nachfolgender Implan-
tationsprozesse zum Erzeugen der Drain- und Sour-
cegebiete 204s, 204d für die Transistoren 200n, 
200p abgeblockt werden. Es sollte beachtet werden, 
dass das „Körpergebiet” 202b Gebiete unterschiedli-
cher Grunddotierung aufweisen kann, die während 
vorhergehender Implantationsprozesse zum Erzeu-
gen der grundlegenden Dotierstoffkonzentrationen 
und der Kanaldotierungen für die Transistoren 200n, 
200p unterschiedliche Leitfähigkeitsart erzeugt wur-
den.

[0034] Auf der Grundlage der Abstandshalterstruk-
tur 207 wird ein geeignetes Dotierstoffprofil für die je-
weiligen Drain- und Sourcegebiete 204d, 204s ein-
gerichtet und danach werden entsprechende Aus-
heizprozesse gemäß den gesamten Prozess- und 
Bauteilerfordernissen ausgeführt.
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[0035] Fig. 2d zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 250 in einer fortgeschrittenen Fertigungs-
phase, in der eine Ätzmaske 212, beispielsweise in 
Form einer Lackmaske, vorgesehen ist, die die Tran-
sistoren 200p, 200n abdeckt, während der Körper-
kontakt 208 frei liegt. Die Ätzmaske 212 kann gemäß
gut etablierter Photolithographietechniken auf der 
Grundlage einer entsprechend gestalteten Photo-
maske hergestellt werden. Anschließend wird das 
Bauelement 250 der Einwirkung einer Ätzumgebung 
213 ausgesetzt, zum Entfernen der Abstandshal-
terstruktur 207a des Körperkontakts 208 gestaltet ist. 
Zu diesem Zweck können gut etablierte plasmaunter-
gestützte und/oder nasschemische Ätzrezepte ver-
wendet werden. Beispielsweise kann Siliziumnitrid-
material effizient selektiv zu Siliziumdioxid, Silizium 
und dergleichen auf der Grundlage plasmaunter-
stützter Ätzrezepte und auch mittels nasschemischer 
Techniken unter Anwendung heißer Phosphorsäure 
entfernt werden. Bei Bedarf wird eine entsprechende 
Ätzstoppbeschichtung, etwa ein Siliziumdioxidmate-
rial ebenfalls entfernt, wenn dieses vorgesehen ist. 
Während des entsprechenden Ätzprozesses kann 
auch ein gewisses Maß an Unterätzung der „Gateiso-
lationsschicht” 206a auftreten und vorteilhaft sein, 
um einen leitenden Pfad zu dem Körpergebiet 202b
in einer späteren Fertigungsphase herzustellen.

[0036] Fig. 2e zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 250 in einer weiter fortgeschrittenen Ferti-
gungsphase, in der Metallsilizidgebiete auf freiliegen-
den Siliziumbereichen ausgebildet sind. D. h. die Me-
tallsilizidgebiete 214 sind in und auf den Drain- und 
Sourcegebieten 204d, 204s der Doppelkanaltransis-
toren 200n, 200p ausgebildet und sind auch in und 
auf den Gateelektroden 205 hergestellt. Auf Grund 
des vorhergehenden Freilegens der Seitenwände 
der Platzhaltergateelektrode 205a ist ein entspre-
chendes Metallsilizid 214a auch auf der Elektrode 
205a und den entsprechenden freiliegenden Seiten-
wandbereichen 205s ausgebildet, wobei auch Metall-
silizid sich bis in das Körpergebiet 202b erstreckt, 
was durch die Silizidierung der Oberflächenbereiche 
der benachbarten Sourcegebiete 204s der Transisto-
ren 200n, 200p und auch durch das Freilegen der 
Oberfläche 204s hervorgerufen wird. Die Wirkung 
kann noch weiter erhöht werden, indem ein gewisses 
Maß an Unterätzung der dielektrischen Schicht 206a
erzeugt wird, wie dies auch zuvor mit Bezug zu 
Fig. 2d aufgeführt ist. Folglich wird ein gut leitender 
Pfad von der Elektrode 205a in das Körpergebiet 
202d erzeugt. Es sollte beachtet werden, dass selbst 
ein ausgeprägter Übergangsbereich zwischen unter-
schiedlich dotierten Gebieten in dem Körpergebiet 
202d erzeugt wurde, beispielsweise während einer 
Anfangsphase, wenn die grundlegenden Transistor-
eigenschaften in dem aktiven Gebiet 210 festgelegt 
werden, wie dies zuvor erläutert ist, dennoch ein lei-
tender Pfad in jeden der entsprechenden Bereiche 
mit unterschiedlicher Dotierung geschaffen wird, so 

dass die Elektrode 205a elektrisch mit jedem der Kör-
pergebiete 202n, 202p verbunden ist.

[0037] Die Metallsilizidgebiete 214, 214a können 
auf der Grundlage gut etablierter Prozesstechniken 
hergestellt werden, wozu das Abscheiden eines 
hochschmelzenden Metalls, etwa Nickel, Platin, Ko-
balt, Titan und dergleichen gehört, mit einer nachfol-
genden Wärmebehandlung, um eine entsprechende 
chemische Reaktion mit dem Siliziummaterial in 
Gang zu setzen. Danach wird nicht reagiertes Metall 
auf der Grundlage gut etablierter selektiver Ätzrezep-
te entfernt und anschließend werden bei Bedarf wei-
tere Wärmebehandlungen ausgeführt, um das Me-
tallsilizidmaterial zu stabilisieren und/oder um die ge-
wünschten elektrischen Eigenschaften zu erhalten.

[0038] Fig. 2f zeigt schematisch das Bauelement 
250 in einem weiter fortgeschrittenen Herstellungs-
stadium. Wie gezeigt, ist eine Kontaktebene 220 über 
den Transistoren 200n, 200p und dem Körperkontakt 
208 vorgesehen. Die Kontaktebene 220 repräsentiert 
eine beliebige geeignete Kontaktstruktur, um Kontak-
telemente vorzusehen, die eine Verbindung mit den 
Schaltungselementen herzustellen, die in und über 
der Halbleiterschicht 202 ausgebildet sind, d. h. zu ei-
nem aktiven Gebiet 210 und zu einem Metallisie-
rungssystem, das noch über der Kontaktebene 220
zu bilden ist. Wie gezeigt, umfasst die Kontaktebene 
220 ein Ätzstoppmaterial 221, das in Form von Silizi-
umnitrid, stickstoffenthaltendem Siliziumkarbid und 
dergleichen vorgesehen werden kann, abhängig von 
den gesamten Prozess- und Bauteilerfordernissen, 
woran sich ein dielektrisches Zwischenschichtmateri-
al 222, etwa Siliziumdioxid und dergleichen, an-
schließt. Es sollte beachtet werden, dass die speziel-
le Konfiguration der Bauteilebene 220 von dem ge-
samten betrachteten Technologiestandard abhängt 
und damit im Hinblick auf Materialien und Abmessun-
gen unterscheiden kann. Die Materialien 221 und 222
können auf der Grundlage gut etablierter Prozess-
techniken hergestellt werden, etwa dem Abscheiden 
eines Siliziumnitridmaterials oder eines anderen ge-
eigneten Ätzstoppmaterials, beispielsweise unter An-
wendung plasmaunterstützter CVD-Prozesse, woran 
sich das Abscheiden des dielektrischen Zwischen-
schichtmaterials 222 anschließt, für das gut etablierte 
Abscheidetechniken, etwa plasmaunterstützte CVD, 
subatmosphärische CVD und dergleichen verfügbar 
sind. Bei Bedarf kann die resultierende Oberflächen-
topographie eingeebnet werden, indem ein 
CMP-(chemisch-mechanischer Polier-)Prozess aus-
geführt wird, um eine im Wesentlichen ebene Ober-
fläche vor dem Strukturieren der Kontaktebene 220
zu schaffen, um darin entsprechende Kontaktele-
mente herzustellen, etwa die Kontaktelemente 229n, 
229p und 230, wie sie durch die gestrichelten Linien 
angegeben sind, somit kann durch das Vorsehen des 
Kontakts 230 eine gut leitende Verbindung zwischen 
dem Körpergebiet 202b, dem Sourcegebieten 204s
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und den Gateelektroden 205 der Transistoren 200n, 
200p hergestellt werden. Während der Strukturie-
rung der Kontaktebene 220 wird somit eine geeignete 
Ätzmaske vorgesehen, um die laterale Größe und die 
Lage entsprechender Öffnungen für die Kontaktele-
mente 229n, 229p und 230 und natürlich anderer 
Kontaktelemente, die beispielsweise zu den Aus-
wahltransistor 200s eine Verbindung herstellen (sie-
he Fig. 2b) zu definieren. Danach wird das dielektri-
sche Zwischenschichtmaterial 222 beispielsweise 
unter Anwendung der Schicht 221 als ein Ätzstopp 
strukturiert, wobei diese nachfolgend in einem weite-
ren Ätzschritt geöffnet wird, um damit die gewünsch-
ten Öffnungen zu erhalten. Als nächstes wird ein ge-
eignetes leitendes Material, etwa Wolfram und der-
gleichen, möglicherweise in Verbindung mit einem 
geeigneten Barrierenmaterial abgetragen.

[0039] Fig. 2g zeigt schematisch das Bauelement 
250 nach der zuvor beschriebenen Prozesssequenz. 
Somit stellen die Kontaktelemente 229n, 229p eine 
Verbindung zu den jeweiligen Draingebieten 204d
der Transistoren 200n, 200p her, während das Kon-
taktelement 230 in Form eines einzelnen zusammen-
hängenden Kontaktelements den Körperkontakt 208
mit den Gateelektrodenstrukturen 205 und den jewei-
ligen Sourcegebieten 204s verbindet, wie dies zuvor 
erläutert ist. Auf der Grundlage der in Fig. 2g gezeig-
ten Konfiguration wird die weitere Bearbeitung fortge-
setzt, indem eine oder mehrere Metallisierungs-
schichten auf der Grundlage gut etablierter Ferti-
gungstechniken vorgesehen werden. Während der 
Herstellung des Metallisierungssystems werden so-
mit entsprechende Metallleitungen eingerichtet, etwa 
Metallleitungen zur Verbindung mit den Versorgungs-
spannungen VDD, VSS (siehe Fig. 2b) und es wird 
ferner eine elektrische Verbindung von dem Kontakt-
element 230 zu dem Auswahltransistor 200s (siehe 
Fig. 2b) beispielsweise auf der Grundlage des Kon-
taktelements 231 hergestellt, wie dies auch mit Be-
zug zu Fig. 2b erläutert ist. In ähnlicher Weise wer-
den die Auswahlleitung und die Bitleitung S, B auf der 
Grundlage der entsprechenden Kontaktelemente 
232, 233 während der Herstellung des entsprechen-
den Metallisierungssystems eingerichtet, wie dies 
auch mit Bezug zu Fig. 2b erläutert ist. Der Einfach-
heit halber sind derartige Metallisierungsstrukturen in 
Fig. 2g nicht gezeigt.

[0040] Somit können auf der Grundlage eines sehr 
effizienten Gesamtfertigungsablaufs die elektrischen 
Verbindungen, die gemäß der in Fig. 2a gezeigten 
Schaltungsanordnung erforderlich sind, eingerichtet 
werden, ohne dass in unerwünschter Weise zur ge-
samten Prozesskomplexität beigetragen wird, wobei 
dennoch für eine sehr platzsparende Schaltungskon-
figuration auf der Grundlage des Körperkontakts 208, 
beispielsweise in Form der Platzhaltergateelektrode 
205 und des „rechteckigen” Kontaktelements 230 ge-
sorgt ist. Somit kann das Bauelement 250 in Form ei-

ner sehr platzeffizienten statischen RAM-Zelle ge-
mäß der Anordnung oder der Konfiguration, wie sie in 
Fig. 2b gezeigt sind, vorgesehen werden, wobei ein 
hohes Maß an Kompatibilität mit konventionellen Fer-
tigungstechniken beibehalten wird, mit Ausnahme für 
ein selektives Entfernen der Abstandshalterstruktur 
207a (siehe Fig. 2b), um den gut leitenden Pfad zwi-
schen der Elektrode 205a und dem Körpergebiet 
202b zu erzeugen.

[0041] Es sollte beachtet werden, dass der leitende 
Pfad für den Körperkontakt 208, der mit den entspre-
chenden Körpergebieten 202n, 202p verbunden ist, 
für eine ausreichende Leitfähigkeit sorgt, da ein Ver-
armungsgebiet, von dem erwartet wird, dass es zwi-
schen dem Siliziumkörper und den entsprechenden 
Gateelektroden 205 und den Körpern 202p, 202n
selbst besteht, verhindert werden kann, da gemäß
dem Schaltbild nach Fig. 2a der Körperkontakt 208
und die Sourceelektroden der Transistoren 200n, 
200p miteinander verbunden sind und auf dem glei-
chen elektrischen Potential gehalten werden, so dass 
ein Verarmungsgebiet unter den Sourcegebieten ver-
mieden werden kann und der Körperkontakt 208 für 
einen effizienten leitenden Weg sorgt.

[0042] Es gilt also: Die vorliegende Offenbarung 
stellt Verfahren und Halbleiterbauelemente bereit, in 
denen Doppelkanaltransistoren in einer platzsparen-
den Weise gebildet werden, indem ein Körperkontakt 
vorgesehen wird, der lateral dazwischen angeordnet 
ist, wobei auch ein einzelnes Kontaktelement für die 
gleichzeitige elektrische Verbindung der Sourcege-
biete, der Gateelektroden und des Körperkontakts 
sorgt. Somit wird in einer anschaulichen Ausfüh-
rungsform eine statische RAM-Zelle auf der Grundla-
ge eines p-Doppelkanaltransistors und eines n-Dop-
pelkanaltransistors in Verbindung mit einem Aus-
wahltransistor, der etwa in Form eines Einzelkanal-
transistors vorgesehen ist, bereitgestellt, wobei der 
gesamte Flächenverbrauch deutlich kleiner ist im 
Vergleich zu konventionellen statischen RAM-Zellen.

Patentansprüche

1.  Speicherzelle (250) mit:  
einem p-Doppelkanaltransistor (200p) mit einer ers-
ten Gateelektrode (205), die über einem aktiven Ge-
biet (210) gebildet ist;  
einem n-Doppelkanaltransistor (200n) mit einer zwei-
ten Gateelektrode (205), die über dem aktiven Gebiet 
(210) gebildet ist;  
einer Platzhaltergateelektrode (205a), die über dem 
aktiven Gebiet (210) gebildet ist und lateral zwischen 
der ersten Gatelektrode und der zweiten Gateelektro-
de (205) angeordnet ist;  
einem dielektrischen Zwischenschichtmaterial (222) 
(222), das über dem p-Doppelkanaltransistor (200p) 
und dem n-Doppelkanaltransistor (200n) gebildet ist; 
und  
11/22



DE 10 2008 045 037 B4    2010.12.30
einem Kontaktelement (230), das in dem dielektri-
schen Zwischenschichtmaterial (222) (222) gebildet 
ist, wobei das Kontaktelement (230) eine Verbindung 
zu der ersten und/oder der zweiten Gateelektrode 
(205) und/oder der Platzhaltergateelektrode (205a) 
herstellt; wobei  
der p-Doppelkanaltransistor (200p) ein n-Kanalge-
biet (203a) aufweist, das unter der ersten Gateelek-
trode (205) ausgebildet ist, und ein p-Kanalgebiet 
(203b) aufweist, das unter dem n-Kanalgebiet (203a) 
gebildet ist; und  
der n-Doppelkanaltransistor (200n) ein p-Kanalge-
biet (203a), das unter der zweiten Gatelektrode (295) 
ausgebildet ist, und ein n-Kanalgebiet (203b), das 
unter dem p-Kanalgebiet (203a) ausgebildet ist, auf-
weist.

2.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 1, die fer-
ner einen leitenden Pfad zwischen der Platzhalterga-
teelektrode (205a) und einem Teil des aktiven Ge-
biets (210), das unter der Platzhaltergateelektrode 
(205a) angeordnet ist, aufweist.

3.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 2, wobei 
der leitende Pfad ein Metallsilizidmaterial aufweist.

4.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 2, wobei 
das Kontaktelement (230) mit einem Sourcegebiet 
des n-Doppelkanaltransistors (200n) und mit einem 
Sourcegebiet des p-Doppelkanaltransistors (200p) 
verbunden ist.

5.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 4, wobei 
das Kontaktelement (230) mit Körpergebieten (202p, 
202n) des n-Doppelkanaltransistors (200n) und des 
p-Doppelkanaltransistors (200p) über den leitenden 
Pfad verbunden ist.

6.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 1, die fer-
ner einen Auswahltransistor (200s) aufweist, der 
ausgebildet ist, Sourcegebiete des p-Doppelkanal-
transistors (200p) und des n-Doppelkanaltransistors 
(200n) mit einer Bitleitung zu verbinden.

7.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 6, wobei 
der Auswahltransistor (200s) ein Einzelkanaltransis-
tor ist.

8.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 6, wobei 
der Auswahltransistor (200s), der p-Doppelkanal-
transistor (200p) und der n-Doppelkanaltransistor 
(200n) die einzigen Transistorelemente sind.

9.  Speicherzelle (250) nach Anspruch 2, die fer-
ner eine erste Abstandshalterstruktur, die an Seiten-
wänden der ersten Gateelektrode (205) ausgebildet 
ist, und eine zweite Abstandshalterstruktur, die an 
Seitenwänden der zweiten Gateelektrode (205) aus-
gebildet ist, aufweist und wobei der leitende Pfad ent-
lang den Seitenwänden der Platzhaltergateelektrode 

(205a) ausgebildet ist.

10.  Halbleiterbauelement mit:  
einem ersten Doppelkanaltransistor (200p) mit einer 
ersten Gateelektrode (205) und einem ersten Körper-
gebiet (202p);  
einem zweiten Doppelkanaltransistor (200n) mit ei-
ner zweiten Gatelektrode und einem zweiten Körper-
gebiet (202n);  
einem Körperkontakt (208), der Lakeral zwischen 
dem ersten und dem zweiten Doppelkanaltransistor 
(200p, 200n) angeordnet ist, wobei der Körperkon-
takt (208) mit dem ersten und dem zweiten Körperge-
biet (202p, 202n) verbunden ist; und  
einem einzelnen Kontaktelement (230), das in einem 
dielektrischen Zwischenschichtmaterial (222) gebil-
det ist, wobei das Kontaktelement (230) mit dem Kör-
perkontakt (208), der ersten und der zweiten Gatee-
lektrode (205) und Sourcegebieten des ersten und 
des zweiten Doppelkanaltransistors (200p, 200n) 
verbunden ist.

11.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 10, wo-
bei der erste und der zweite Doppelkanaltransistor 
(200p, 200n) in einem gemeinsamen aktiven Gebiet 
(210) gebildet sind.

12.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 10, wo-
bei der erste und der zweite Doppelkanaltransistor 
(200p, 200n) von unterschiedlicher Leitfähigkeitsart 
sind.

13.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 10, wo-
bei der Körperkontakt (208) als eine Platzhaltergate-
elektrodenstruktur (205a) vorgesehen ist.

14.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 13, wo-
bei die Platzhaltergateelektrodenstruktur (205a) ein 
metallenthaltendes Material aufweist, das zumindest 
an Seitenwänden ausgebildet ist.

15.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 10, das 
eine Speicherzelle (250) repräsentiert und ferner ei-
nen Auswahltransistor (200s) aufweist.

16.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 15, wo-
bei eine Gateelektrode (205) des Auswahltransistors 
(200s) im Wesentlichen zu dem Körperkontakt (208) 
ausgerichtet ist.

17.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 15, wo-
bei der erste und der zweite Doppelkanaltransistor 
(200p, 200n) und der Auswahltransistor (200s) die 
einzigen Transistorelemente der Speicherzelle (250) 
sind.

18.  Verfahren mit:  
Bilden eines Körperkontakts (208) über einem akti-
ven Gebiet (210) und lateral zwischen einem ersten 
Doppelkanaltransistor und einem zweiten Doppelka-
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naltransistor;  
Bilden eines dielektrischen Zwischenschichtmateri-
als (222) über dem Körperkontakt (208) und dem ers-
ten und dem zweiten Doppelkanaltransistor; und  
Bilden eines Kontaktelements (230) in dem dielektri-
schen Zwischenschichtmaterial (222) derart, dass 
dieses mit einer ersten Gateelektrode (205) und ei-
nem Sourcegebiet des ersten Doppelkanaltransistors 
(200p), einer zweiten Gateelektrode (205) und einem 
Sourcegebiet des zweiten Doppelkanaltransistors 
(200n) und dem Körperkontakt (208) verbunden ist.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei der Kör-
perkontakt (208) und die erste und die zweite Gatee-
lektrode (205) in einer gemeinsamen Fertigungsse-
quenz hergestellt werden.

20.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei Bilden 
des Körperkontakts (208) umfasst: Freilegen von 
Seitenwandbereichen einer Elektrodenstruktur des 
Körperkontakts (208) und Bilden eines Metallsilizids 
(214) auf den freigelegten Seitenwänden.

21.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei der erste 
und der zweite Doppelkanaltransistor in und auf dem 
aktiven Gebiet (210) gebildet werden.

22.  Verfahren nach Anspruch 18, das ferner um-
fasst: Bilden eines Auswahltransistors (200s) in und 
über einem zweiten aktiven Gebiet (210), wobei der 
erste und der zweite Doppelkanaltransistor (200p, 
200n) und der Auswahltransistor (200s) miteinander 
verbunden werden, um eine statische RAM-Zelle zu 
bilden.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei eine Gat-
elektrode des Auswahltransistors (200s) in ihrer Brei-
tenrichtung zu einer Breitenrichtung des Körperkon-
takts (208) ausgerichtet ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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